BSX59

Wykonanie:

dowa

rdzeni

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: PHILIPS

tranzystor krzemowy epi-

Typy podobne: BSX59 (Fer, RTC)

taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me-
talowej TO-5, kolektor potaczony z obu-

Zastosowanie: bardzo szybkie przelaczanie
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Rys. 1-624. BSX59

Wartosci charakterystyczne®

2 tamp = 25°C

min typ max

Icpo 500 nA |przy I =0, Usp =40 V

Icpo 300 | A |przy Ig =0, Ucp =40 V, t; = 150°C

Izpo 300 nA | przy Ic =0, Ugg =4 V

I:po 50 wA | przy Ic =0, Ugg =4 V, t; = 150°C
Icpx 500 nA | przy —Upg =4V, Ug=40V

—Ippx 500 nA |przy —Upgg =4V, Ugg=40V
Icpx 300 pA | przy —Ugg =4V, Ug=40V, t; = 150°C
UcEsar 0,3 \% przy Ic = 150 mA, Iz = 15 mA

Upgsat 1,0 \% przy Ic = 150 mA, Iy = 15 mA

Ucksat 0,5 v przy Ic = 500 mA, Iz = 50 mA

UgEsar 0,85 1,2 \' przy Io = 500 mA, Iy = 50 mA

UcEsar 1,0 v przy Ic =1 A, Iy = 100 mA

UgEsat 1,8 A% przy Ic =1 A, Iy = 100 mA

21E 30 70 przy Ic = 150 mA, Ugg =1V
hyyg 30 90 przy I = 500 mA, Ugg=1V
hytg 20 40 przy Ic=1 A, Ug=35V
fr 250 450 MHz | przy Ic = 50 mA, Ucg =10V

C. 6 10 pF |przy Iy =1,=0, Up =10 V

C, 36 50 pF |przy I =1,=0, Ugg=0,5V
ton 17 35 _ns | przy —Upg = 2V, I = 500 mA, Iz = 50 mA
toFF 45 60 ns | przy I = 500 mA, Iz = 50 mA, Ipy = 50 mA

Wartosci graniczne

UCBO max 70 v Ptat max 0’82) W
UCEO max 45 v Rth J—a max 220 °CIW
UEBO max 5 v Rth J—c max 43 OCIW
I¢ max 1 A Ry J—mb max 35 °CIW
ICM max 1 A tj max 200 °C
—Ign max 1 A stg —65++200 °C
D ¢t = 25°C
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Rys. 1-625. Uklad pomiarowy czaséw przelaczania
8 §
= = ~
. g §
1 < L
N
= \ 8
:?, N\ \ \
L =2}
N B
\ S S
A
A
\\
\
SRS s i
ST | W
Q [&F® o Q| ISH 5
S S S S & 8 =
S § 3 -~ .é\.
Rys. 1-626. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc- Rys. 1-627. Zalezno$¢ wspodlczynnika wzmoc-

nienia pradowego od pradu kolektora nienia pradowego od pradu kolektora




SR T 5
Y/ H Upe =51 HHHH E
(AT Z=000mi ] <
—— R
]
N
L SIS >
‘~-.__ g Y N S
103 7 S
L] i
HH 8
e NN 1
Sy
SNR
\~~
2 TP f S
S ]
4 .
~~~~~~. Q)_
~ ] I Q:;?E
L1177 ST
Y/ QQ' o HH &
- - o, S
50 0 50 100 &[] 150 S t\kg S S S S
Rys. 1-628. Zalezno$¢ pradu’ bazy od tempe- Rys. 1-629. Zaleznos$¢ czgstotliwosci granicz-
ratury zlacza nej od pradu kolektora
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Rys. 1-630. Zalezno$¢ napigcia nasycenia Rys. 1-631. Zalezno$¢ napigcia nasycenia ba-

kolektora od pradu kolektora zy od pradu kolektora
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Rys. 1-632. Zalezno$¢ napiecia nasycenia ko- Rys. 1-633. Zalezno$¢ napigcia nasycenia ba-
lektora od temperatury zlacza zy od temperatury zlacza
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Rys. 1-634. Zaleznos¢ pojemnosci C, od napig- Rys. 1-635. Zalezno$¢ pojemnosci C, od na-

cia kolektor-baza piecia emiter-baza
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Rys. 1-636. Zalezno$¢ czasu wiaczania od tem- Rys. 1-637. Zaleznos$¢é czasu wylaczania od
peratury zlgcza temperatury zlacza
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Rys. 1-638. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-

Rys. 1-639. Zalezno$¢ pradu zerowego emitera
lektora od temperatury zlacza

od temperatury zlacza



